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Polopouzdrené mikrovlnné tranzistory se stejnosmdrnym

oddélenim uzemndné elektrody

Do otvoru v substratu hybridniho
integrovaného obvodu jsou vloZeny polo-
pouzdfené mikrovlnné tranzistory. Zegména
elektroda &ipu tranzistoru spolu s Sipem

blokového kondenzdtoru MIS je pfipo;jena
zlatym kontaktovgeim piskem nebo dratkem
na kontaktni plosku polopouzdra.

RKe kontaktnim ploSkém jsou p¥ipojeny jen

napajeci obvody.
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Vynélez se tyké polopusdfenych mikrovinnfch transistord
se stejnosmérnym oddélenim uzemniné slektrody, pomoel kterého
se dosdéhne maximdiniho vyuZit{ parsmetri trensistoru.

Za Glelem jednoduché stabilizace pracovniho bodu tran-
gistoru je tieba v zapojeni se spoleinfm emitorem usemmit emi-
torovou elektrodu ples blokovael kondenzdétor,. Novyho&ea tohoto
Fedemi je, Ze blokovacl kondenzétor Je umistén mimo polopuszdro
tramsistoru a indukinost pFivodl mezi &ipem, blokovaefm konden~-
zétorem a semnfci rovinou szpisobuje zvldéts na vydéfeh frekven-
ecich pokles dosafitelného vfkonového sesileni s nestabilitu tran-
zistoru, popfipadd scela znemoin{ pou¥iti uvedeného spisobu stebi~
lizace pracovaiho bodu. Krom$§ toho zpisobuje toto Feden{ spoustu
technologickych problémd pri umist¥n{ blokovaefho komdemzétoru.
Vile uvedené nedostatky odstranuje stejmosmirné oddéleni semnd-
né elekirody polopouzdfenfeh mikrovlinayeh tranzistord podle vy-
nélesu,

Pledmiten vyndlezu jsou polopowzdfené mikrovimné transistory
se stejnosmirnfm odd¥lenim uzemniné elektrody, vyzmafujlel se tim,
fe na montéinim kolfku je vedle ¥ipu transistoru masezen &ip blo-
kovaci{ho kondenzétoru, kterfy je pripojen na zemn¥nou elektrodu
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gipu tranzistoru a Ba kontaktnf plodku umist¥nou na izolainim

dflu.
Vy##{ Q&inek polopouzdienych mikrovlnnych trenzistord podle

vynélezu ve srovnéni s dosavadni technologif spolivéd v tom, Ze
po usazeni mikrovlimného tranzistoru do otvoru polopouzdra v sub-
strétu hybridnfho integroveného obvodu se ke kontaktni plo¥ce
uzemn&né elektrody tranzistoru prfipoji jif pouze stejnosmérné
napéjeci obvody. |

Polowuziiené mikrovinné tranzistory provedené podle vyndle-
zu budou déle popsény se zietelem k piipojenym vykresuna> kde
na obr. 1 je *ez polopouzdrem s vlofenymi ¥ipy & ma obr. 2 pido-
rys tohoto uspotddéni.

Do vélcového isolaniho dflu 3 s kontaktnimi plodkemi na
Selni plode je uloZen montéin{ kolik 6, na kterém krom¥ Zipu
mikrovlinného trasnzistoru | Je usazen &ip blokovacfho kondemzétoru
MIS 2. Zemn¥né elektroda &ipu trasmgistoru | spolu s Zipem 2 blo-
kovaciho kondenzétoru MIS je pripojena zlatym kontaktovacim pés-
kem nebo drétkem J na kontektn{ plodku i, které je umisténa na
izola¥nim dilu 3.

Pri takto vytvorené jednoduché stabilizaci pracovniho bodu
" tranzistoru pak uvedené redeni podle vyndlezu zajistuje meximélni
vyufiti parsmetrd trenzistoru a minimélni technologické néroky
pri vyrobd slofitéjénfeh hybridnich integrovanfch obvodi. Polo-
‘pouzdiené mikrovinné tranzistory se stejnosmérnym odd¥lenim uzemnd-
né elektrody jsou vyufitelné ve vieeh mikrovimngch zesilovalich,
v kterych je poufito Jjak nizkoiunovyeh’tak vykonovych tranzistori.

Podstata vyndlezu spolivd v tom, Ze do polopouzdra tranzis-
toru slofeného s montéinfho koliku 6 a véleového izoladniho dilu
5 s kontaktnimi plodkemi 4 je vedle &ipu tremsistoru ]| usazen
&ip blokovaefho kondenzétoru MIS 2, k n¥muZ se pripoJji zemn¥nd '
elektroda Zipu tranzistoru 1. spolu s kontaktn{ ploskou 4 polo-
pouzdra ultrazvukovym svérem pomoci zlatého kontaktovaciho pdésku
3 ¥i drétku.




PREDMET VvYKRALEZU |
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Polopouzdfené mikrovlimné tranzistory se stejnosadrnfam od-
d¥lenim zemn¥né elektrody, vyznalujici se tim, Ze na montéinim
koliku (6) je vedle &ipu tranzistoru (1) usszen &ip blokovaci-
ho kondenzétoru (2), ktery Je pfipojen na zemn¥nou elektrodu
6ipu tranzistoru (1) a na kontaktnf plodku (4) umfstinou na
izolednim dflu (5).
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